Zatacznik nr 1a do P0.2721.89.2023

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

¢ wykonanie badan elektrycznych epitaksjalnych struktur pétprzewodnikowych GaN/AIGaN/AIN
osadzanych na podtozach szafirowych, SiC lub objetosciowych GaN, z wykorzystaniem mikrosond
ostrzowych wraz z wykonaniem niezbednych proceséw obroébki struktur zogniskowang wigzka
jonéw FIB (Focused lon Beam) w celu przygotowania ich do pomiaréw elektrycznych;

e wykonania implantowanych pdl kontaktowych do warstw testowych GaN lub AlGaN w celu
przygotowania ich do charakteryzacji elektrycznej;

e wykonanie obrazowania SEM (Scanning Electron Microscopy) powierzchni struktur
epitaksjalnych GaN/AIGaN/AIN osadzanych na podtozach szafirowych, SiC lub objetosciowych
GaN, wliczajgc w to udokumentowanie dziatan podjetych w ramach dwdch zadan opisanych
wczesniej.

Obrazowanie SEM przy powiekszeniu do 120 tysiecy w potozeniu/pochyleniu 0°, 45°i52°.
Rozdzielczos¢ proceséw z wykorzystaniem FIB nie wieksza niz 10 nm.

Zamawiajgcy dostarczy struktury epitaksjalne w postaci fragmentéw podtozy, o wymiarach 1 cm x 1 cm,
maksymalnie o s$rednicy do 2 cali lub wskazanych przez wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega sobie
uczestnictwo pracownika zamawiajgcego w trakcie wykonywania obrazowania.

Wszelkie koszty wykonania obrazowania, w tym koszty montazu dostarczonych przez zamawiajgcego
struktur do stolikéw pomiarowych oraz koszty pracy ponosi Wykonawca.

Przedmiotem rozliczenia sg obrazy SEM, wyniki pomiaréw przekazane w formie elektronicznej lub
zapisane na nos$niku dostarczonym przez zamawiajgcego oraz struktury z wykonang implantacjg pdl
kontaktowych.

Zwrocie zamawiajgcemu ulega caty przekazany do wykonawcy materiat badawczy.



